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Cuestién 1 (2.5 puntos)

Describa cualitativamente e funcionamiento de un transistor bipolar PNP en zona activa
directa. Dibuje € diagrama de bandas a lo largo de las uniones, asi como € perfil de carga, €
campo eléctrico y la concentracion de portadores.

Problema 1 (3.5 puntos)
Un diodo de unién escal6n p*-n tiene un dopado deNp=10"> cm® y Na=10"" cmi>.
Si kT= 0,026 eV e= 10.53-10%° F/cm y nj= 10 cm’®, calcule:
a V.
b) xn, Xp, Wy el campo eléctrico en x= 0.
) S Va=0.4V, losnuevosvalores dex, X, W y el campo eléctrico enx= 0.
d) S Va=-3V, losnuevos valores dexn, xp, W'y €l campo eléctrico en x= 0.
e) Delosresultados del punto d), calcule el cambio en porcentaje enx,y Wdel casoVa=0V.

Problema 2 (2.0 puntos)

Dos diodos de union escalén p*-n de silicio mantenidos a temperatura ambiente son idénticos, excepto en
Np1=10" cm®y Np,=10"° cni®. Trace ambos diagramas corriente tensién sobre unos jes coordenados, y compare
las caracteristicas de ambos diodos.

Problema 3 (2.0 puntos)
Lafiguradescribe lo que se denomina“ diodo de base corta’.
@ Deduzcaunaecuacion paraobtener Dpn(x') y trace un diagrama de p,(x’) si:
i) tiene polarizacién directa,
ii) tienepolarizacion inversa.
b) Deduzca una ecuacion paraobtener J,(x’) en laregion n.
c) Utilicelosresultadosdel diodo ideal paraobtener J, enlaregion p, y obtenga una ecuacion paralacurva
caracteristical -V del diodo de base corta.
d) ¢Cud eslarelacion entrelacorriente de huecosy lacorriente total ?
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